Tiesioginé grafeno sintezé ant dielektriniy ir puslaidininkiniy pagrindy
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Dvimaté (2D) nanomedziaga grafenas susilauke
didelio mokslininky démesio dél labai jdomiy savybiy
tokiy kaip milziniskas elektrony ir skyliy judris (iki
350000 cm? V! s71), lankstumas, skaidrumas, cheminis
inertiSkumas [1]. Grafenas - tai 0 eV draustiniy energijy
tarpo monosluoksnis. Tai ES Grafeno platformos lyderj
prof. Ferrari vercia abejoti grafeno kaip puslaidininkio
ateitimi (praneSimas EMRS 2015 konferencijoje). Taciau
neseniai parodyta, kad grafenas yra puiki Sokio kontakto
medziaga [2]. Tai sudaro prielaidas kitokiam grafeno
taikymui puslaidininkiniuose prietaisuose.
Monosluoksnyje néra laisvyjy kravininky sklaidos
problemos, todél visi fotogeneruoti kriivio ne$éjai
sékmingai pasiekia potencialo barjera reikiamu kampu,
néra atspindimi ir patenka ] puslaidininkj. Taip galima
pagaminti fotojutiklj daug jautresnj nei IR fotojutikliai su
metaliniais Sotkio kontaktais [3].

Grafeno Sotkio kontaktai ant Si formuojami
perneSimo biidu. Grafenas uzauginamas ant Cu ar Ni
folijos arba ekstrafoliuojamas, o paskui perkeliamas ant
galutinio pagrindo [4]. Tai ilga ir komplikuota
technologija, labai apsunkinanti grafeno/Si kontakto
savybiy kontrolg. Neseniai parodyta, kad grafeno
sluoksnj galima tiesiogiai uzauginti ant dielektriniy arba
puslaidininkiniy pagrindy [5]. Taciau kol kas Sios
technologijos yra uzuomazgoje. Dauguma atvejy
grafenas augintas ant dielektriky [5]. Todél Siame darbe
atlikti tiesioginio grafeno auginimo ant silicio bei silicio
dioksido eksperimentai. Tirta uzauginty nanosluoksniy
struktiira.

Siame  darbe grafeno tiesioginés  sintezés
eksperimentai atlikti naudojant mikrobange plazma
aktyvuota cheminj nusodinimg i§ gary fazés. Sintezei
naudotos  metano  dujos.  Auginimui  naudoti
monokristalinio Si(100) ir silicio padengto terminio
oksidavimo blidu suformuoto  SiO, pagrindai.
Palyginimui grafenas mikrobange plazma aktyvuoto
cheminio nusodinimo i§ gary fazés blidu sintezuotas ant
vario folijos. Uzauginty nanosluoksniy struktira tirta
Raman‘o sklaidos spektroskopijos bei atominiy jégy
mikroskopijos buidais.

Auginant grafeng mikrobange plazma aktyvuoto
cheminio nusodinimo i$ gary fazés biidu ant vario folijos
nustatyta, kad sintezuoto grafeno struktiirai didele jtaka
turi vario folijos pavirSiaus morfologija. [vairiis vario
folijjos pavirSiaus netobulumai skatina defekty
susidarymg grafene, kuris pasireiskia zymiu Raman‘o
sklaidos spektros D smailés intensyvumo padidéjimu.
Anglies sluoksnio, mikrobange plazma aktyvuoto
cheminio nusodinimo i§ gary fazés bidu tiesiogiai
sintezuoto ant SiO,, Raman‘o sklaidos spektras

pavaizduotas 1 pav. Salia grafenui biidingos 2D smailés
matyti D, G ir D+G smailés. [6] toks Raman‘o sklaidos
spektro pobudis aiskintas nanometriniy matmeny (80-
100 nm) grafeno domeny susidarymu. Miusy darbe
atliktas tyrimas atominiy jégy mikroskopu patvirtino
tokiy grafeno nanodomeny susidaryma. Tai, kad 2D
smailés intensyvumas daug mazesnis nei G smailés rodo,
kad susidaré daugiasluoksnis grafenas. Didelis santykinis
D smailés intensyvumas rodo didelj defekty kiekj
nusodintuose nanografeno sluoksniuose. Sluoksniy,
mikrobange plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo i$
gary fazés budu tiesiogiai sintezuoty ant Si, struktiira
buvo panasi.
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1 pav. Nanografeno tiesioginés sintezés biidu uzauginto
ant Si0,, Raman‘o sklaidos spektrai.

Apibendrinant, Siame darbe mikrobange plazma
aktyvuoto ceminio nusodinimo i§ gary fazés blidu ant
silicio dioksido ir silicio pagrindy buvo tiesiogiai
nusodintas  daugiasluoksnis  grafenas.  Tiesiogiai
sintezuotas grafenas susidéjo i atskiry 80-100 nm dydzio
domeny. Ateityje planuojama Siuos sluoksnius iSbandyti
kaip Sotkio kontakto elektroda ir sugeériklj Si
infraraudonosios spinduliuotés fotojutikliuose.

Reiksminiai ZodZiai: tiesioginé grafeno sinteze,
mikrobange plazma aktyvuotas cheminis nusodinimas is
gary fazés, Raman ‘o sklaidos spektroskopija.
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